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Visvitleno tehnologiqni osoblivosti virowuvann� golqastih
kristaliv A� B � � tverdih rozqiniv na �hni� osnovi� a tako� krem�
ni�� wo vperxe rozrobleni ta realizovani avtorom� Doslid�eno
fiziqni vlastivosti cih materialiv zale�no vid skladu ta formi
rostu� Vkazu�t�s� na mo�livist� zastosuvann� cih kristaliv u
kvantovi� elektronici�

Napivprovidniki grupi A� B � i �h tverdi rozqini zamiwenn� �TRZ� �
unikal�nimi fotoqutlivimi materialami� Voni da�t� zmogu plavno
zmin�vati parametri kristaliqno�� zonno� struktur� fotoqutlivist��
xirinu zaboroneno� zoni � inxi fiziqni vlastivosti v xirokomu spek�
tral�nomu diapazoni qastot postupovim zamiwenn�m kationiv� anioniv
abo odnoqasno oboh� Napivprovidniki A� B � � zadovil�nimi model��
nimi materialami dl� fiziqnih doslid�en�� �ki mo�na virostiti u
vigl�di golok i trubok dosit� malih rozmiriv�

Eksperimental�no z��sovano� wo golqasti kristali �GK�� viroweni
z gazovo� fazi� ma�t� pereva�no formu sucil�nih xestigrannikiv
i xestigrannikiv �z vnutrixn�o� granqasto� poro�nino� �mikro�
kapil�ri� �ris� 	�� Taki � profil�ovani granqasti mikrokapil�ri ro�
stut� u napr�mi� perpendikul�rnomu do kristalografiqno� plowini
����	� dl� geksagonal�no� �v��rcit� i �			� kubiqno� �sfalerit� sin�
goni��

Elektronno�mikroskopiqnimi doslid�enn�mi pokazano� wo gran�
qasti poro�nini GK binarnih spoluk� �k pravilo� ma�t� formu
pravil�nogo� a dl� TRZ 
 nepravil�nogo xestigrannika �ris� �a��
Ce� mabut�� pov��zano z rozupor�dkuvann�m sistem CdS x Se ��x �
CdS x Te ��x � Krim granqasto� formi dl� GK du�e ridko trapl��t�s�
cilindriqna forma� U mikrokapil�rah zi zmenxenn�m diametra poro��
nini �� xestikutna forma perehodit� u dvanadc�tikutnu �ris� �� i t�d�
i vrext��rext nabli�a�t�s� do kola �	
�

GK dos�ga�t� dov�ini 	� � sm za 	� � hv� rostu� Pisl� pripi�
nenn� rostu kristala v dov�inu dl� de�kih GK sposteriga�t�s� �h
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Ris� 	� Golqasti kristali CdS �z
xestigrannimi poro�ninami�

Ris� �� Golqasti kristali CdS z
poro�nino� d�ametrom 	� mkm�

Ris� �� Golqasti kristali CdS x Te ��x nepravil�no� geometriqno�
formi z poro�ninami� viroweni z gazovo� fazi metodom sintezu� Stin�
ki xaruvati riznogo himiqnogo skladu�

potovwenn�� Krim vizual�nih spostere�en� potovwenn� diametra GK�
ma�mo pidtverd�enn� i elektronno�mikroskopiqnimi doslid�enn�mi�
�ki zafiksuvali tako� xaruvatist� stinok mikrokapil�riv TRZ �dl�
CdS x Te ��x� � �ka pov��zana z riznim himiqnim skladom �ris� ���

Dl� qastini GK CdTe �kubiqna singoni�� poro�nini zapovneni
spiral�mi� wo pidtverd�u� spiral�ni� mehanizm �h rostu �ris� �� ��
�
Mi ne sposterigali spiral�nih figur u poro�ninah mikrokapil�riv
geksagonal�no� singoni� v CdS� CdSe�

Golqasti kristali kremni� buli viroweni z gazovo� fazi metodom
transportnih himiqnih reakci� u zapa�nih kvarcovih ampulah� Zro�
bleno ce dl� z��suvann� osoblivoste� mehanizmu PRK �para�ridina�
kristal� rostu nitqastih i golqastih kristaliv ��
� Na naxu dumku�
nitqasti ta golqast� kristali kremni� ne zav�di rostut� za mehaniz�
mom PRK �pro wo svidqat� fotografi� ris� ��� lixe menxe mikronnih
rozmiriv za tovwino� v diametri bezposeredn�o na kremni�vi� plastini



Golqasti kristali nap�vprov�dnik�v ���

Ris� �� Golqasti kristali teluri�
du kadmi� zi �spirall�� v poro��
nini�

Ris� �� Nitqasti �cilindriqno�
formi� kristali kremni� mikron�
nih rozmiriv�

�ris� �� ne supereqit� �omu�

Ris� �� Nitqasti ta golqasti kristali kremni� mikronnih rozmiriv i
rizno� formi�

Dl� golqastih kristaliv A� B � za naxih umov virowuvann� me�
hanizm rostu PRK ne realizu�t�s��

Dl� doslid�enn� generaci� golqastih kristaliv pri visokih rivn�h
zbud�enn� potr�bno vrahovuvati konfiguraci� rezonatoriv� �ki da�t�
vidpovidni� rozpodil vipromin�vann� � osoblivosti generaci� svitla v
golqastih monokristalah CdS ����
�
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The paper is devoted to the technological peculiarities of growing the A�B�

needle crystals� the solid solutions on its basis� as well as silicon crystals�
originally developed and realized by the author� Physical properties of these
materials are explored in dependence on composition and form of growth�
These crystals may be used in quantum electronics�




